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[はじめに] AlGaNを用いた紫外半導体レーザは、レーザプロセス、医療など多くの応用が期待されている。現

在のAlGaNを用いた紫外半導体レーザは、光励起により波長300nm以下の報告例[1]が多くある。本研究では、

c面サファイア上に成長させたAlGaN/AlN多重量子井戸の光学利得をVSL（variable stripe length）法を用

いて評価し［1］、AlGaN/GaN活性層の光学利得を評価した。 

 [実験・結果] MOVPE法を用いてc面サファイア上に1250℃で膜厚2μmのAlNを成長させ、その上に10周期の

井戸層Al0.25Ga0.75N（4.5 nm）、バリア層AlN(7.5nm)からなる多重量子井戸構造を作製した。Fig. 1にVSL法の模式図を

示す。下地AlN転位密度は3x10
9 
cm

2である。作製した試料に片面だけ劈開面を形成した。ストライプ端に端面発光

の確認を行うためUVカメラ、光源にはYAGレーザの第4高調波のパルスレーザを用いた。Fig. 2に励起長に対する

発光強度の変化を示す。この結果から、照射エネルギー、励起長を変化させることで発光が比例関係から指数関数的

に増加し、光学利得が得られていることがわかる。Fig. 3に励起強度に対する（光学利得－内部ロス: Γg-αi）を示す。

1.2 MW/cm
2の励起強度のとき、波長285 nmで最大108 ± 9 cm

-1の光学利得を得ることができた。この値は十分に誘導

放出していると判断できる値である。（光学利得－内部ロス）が負から正に反転するのは0.3 ± 0.05MW/cm
2ほどであっ

た。また、キャビティーを形成し、光励起によるレーザ発振も検討したが、その結果とほぼコンシステントな結果が

得られていた。 

  

 

[参考文献] [1] E. F. Pecora, W. Zhang, A. Y. Nikiforov, L. Zhou, D. J. Smith, J. Yin, R. Paiella, L. D. Negro, and T. D. Moustakas: 

Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 061111. 

謝辞】本研究の一部は文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(平成24年～平成28年)およびJST A-step(研究

成果最適展開支援プログラム) #AS2421230Jの援助により実施された。 

Fig1. VSL法の模式図 Fig2. 励起長に対する発光強度 Fig3.光学利得－内部損失 
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